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Perfeccionamientos en la construecidn”

-~

de estructuras de diodo, . - ,"-";;@i:;;»-,@

SCIARY INTERTECENIQUE, SQA.,'entidad Suigg;{rgsidéhte

en Fribourg, Suiza.

™

El presente invento se refiere a un oonjunto .

gemiconductor desmontable para uso en la rectificacibn ..

de corrientes muy elevadas, El invento se caracteriza

por al uso de medios de resorte. para mantener vwna fuer-

za conbra les superficies en contacto del ﬁlemento Bew -

" PoOR.
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niconductor a un nivel preestablecido y por el uso de
conductores de alta corriente que rodean al semicons-
ductor y a 1os medios productores de fuerza. 5S¢ en~
plean medios adicionales para eliminar el calor gene
‘rado en el semiconductor, las superficies de contacto
y los conductores de corriente, resultante del paso de
la corriente elevada, |

En los dfodos del tipo semiconductor, par-
ticularmente aquellos que se utilizan como rectifica-~

dores con corrientes elevadas del orden de cientos y

' miles de amperios, las pérdidas de energia debidas 2
T;fla caida de voltaje a través del semiconductor y de
"}“gﬁé oonexiohes con el ocircuito de corriente son consi

-fdérablés.' Lg, elevacign de ls temperatura y el calor
  fesu1tahte dentro del semiconductor y sus conexiones
:fimpone u@ 1{mite definido en 1la corriente de servicio

" ‘permisible, Por ejemplo, wn dfodo de silicio de 15,8

mm‘de didmetro puede estar calculado por el fabrican

‘7‘te péra una corriente unidireccional continug de 275

smperios en el supuesto de gue la temperstura mixima

'1 del'diodo no excedes de 1902C, Una corriente continua
;améé elevada podria deteriorar el conjunto de dlodos y
ﬂfld uﬁién'del conductor flexible, Un aumento édicio-
‘nal, en la nagnitud de la corriente fundiria a veces

‘las arasndelss, normalmente de molibdeno, gque se utili

zan en anbos lados del disco de silicio como medios
de proteccién contra el resquebrajamiento por dilata

cion térmica.

Tas pérdidas de energla se locelizan inhe-

rentemente en un volimen de m2terial muy Pequeiio y,
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por consiguiente, la elevacion de 1a’temperatura es re

lativemente alta., En el conjunto mencionado de dfodos

de, silicio las pérdidas de corriente continua 1llegan
a alcanzar hasta 550 watios en funcionamiento normal
cuando la corriente maxims es de 2,000 amperios ¥y cuan
do la caida de voltaje es de 2 voltios. Considerando

la masa relativamente péqueﬁa del conjunto del diqdo,

- la elevacidn de tempersturs es rapida y destruiria con

corteza el conjunto si no se mantuviera sg'nivel relg
tivamente bajo y poniendo una limitacidn en la corrieg
te continua, L

Uno de los factores que limiten la corrien-
te que pueden pmsar & través de un dfodo es la cone-
xién entre la superficie del dfodo y el conductor que

conecta el dfodo el circuito externo. Si ce une wn

conductor flexible al centro de un disco de diodé.q&e ,

tenga por ejemplo un diémetro.de 25,4 mm, la distri-

bucidn de la corriente de esta unidn al cuerpo 4el dfp

do producirs una densidad de corriente extremadamente

elevada en le unidén y una distribucidn desigual de cg

rriente desde el centro del d{odo a su periferia. Co
mo la destruccidn de un dfodo se produce por exCes0

de temperatura a través de cualquier parte de la uni.on,

es evidente que el centro del dfodo alcanzaria una tem

peratura ngs elevada, puesto que lléva ung densidad de
corriente mas elevada que cualquier otre secoidn de la
wnidén o empalme, A pesar de que la otra seccidn del
dfodo puede 1llever corriente adicional sin sobrecalen
tamiento, la corriente total que puede portar el dio-

2o quedaria limitads por la densidad de la .corriente

. e amaem o Aves



en el centro,

Cuando se considera la rectificacidn de co-
rrientes alternas mis elevadas, del orden de 10,000
amperios, nos tenemos que enfrentar con la necesidad
5, de emplear un mayor numero de dicdos rectificadores,
lo cual lleva consigo problemas de limitacién de espa
cio, distribucidn de la carga por igual, etec. entre
- los dfodos ¥ el tener que asegurar una eficaz eliming
. . cidn del calor. Con corrientes continuas del orden
10, de 100,000 -amperios, o mas, estas dificultades se ha-
' - oen casl insupersbles y el coste del_dispositivo re~
sulta excesivo,

Las dlflcultades anteriormente mencionadas

;Qhacen 1mposzble el empleo de dicdos de silicio en pax
3f15;‘«‘tlcalar QAtemperaturas relativamente elevadas para po
L . den funcionar con seguridad, y exige 1la necesidad de
| utilizar uma plurelidsd de afodos, '
y | El presente invento tilene por objeto:
Producir un solo conjunto de dflodos que se
- éd; :”éaracteriza pérque la distribucidén de corriente es uni
'.7$.;. Aj 'forme pdr toda la superficie del diodo,
. o Producir una estructura que se caracteriza
_br'j’f:ﬁorque los elementos portadores de corriente se re-
"'frigéran eficazmente y se mantienen a una temperatura
12125_ | wniforme haciendo circular sgus refrigerante u otros
. flfidos.
| VProducir ung estructura que se caractefiza
~ porque se consigue una refrigeraoién mﬁy eficaz y uni
forme del diodo.
30, - Asegurar por medics de presidn un contacto

-~ permanente y uniforme por toda la superficie del dfodo
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y entre el conjunto de dloao ¥y sus elementos de susten

tacion portadores de 1la corriente rectixmcada..

Producir una estructura que comprende una
pluralidad de dfodos que se caracterizan porque la co

rriente se distribuye por igual emtre todos los dfo-

'dos.

Producir un conjunto de dfodo capaz de pasar

corrientes elevadas, y que son extremadamenté compac— - .

to. "

Producir una estructura estanca que se ca-

racteriza porque los diodos quedan rodeados por un me -

dio conductor de calor de alto poder dieléctricovigé ‘
les proteje también contra la contazinacidn de la ate -
mdsfera, .

Producir una estructura que. comprende une,
plurglided de dloaos, cada uno de los cuales se puede»
reemplazar fecilmente en caso de averia,

La figura 1, es una seccion fransveréai de
un conjunto de un solo diodo, . | ;

Ia figurg 2, es una vistsg en pianfa de;1a 
anterior, f

La figura 3, es la vista en perspeciiva del-
mlumo conjunto de diodo. _ ' : 0

La figure 4, ilusira 1a dprOSiGion relatm-'-
va de un diodo de silicio con suv. grupo de discos.

La figura 5, es una seccién-tfénsversai'de
ung variacion del conjunto de diodp de 1la figura 1,

La figura 6, es otro dispositiv6 de eleménp
tos conductores de corriente y productores de prégién

que se puede utilizar junto con el dispositivo de dig
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»:-y por debajo de la arandela 5.

' de seccidén transversal rectangular,

do de la figura 4. E '38 6 l} @ 1

Ia figura 7, ilustra la seccion transversal

de una estructura que comprende ung pluralidad de con

‘ jumtos de diodos como los de la figura 1 que, no obs—

. . . - 7
tante, puede comprender tambien los conjuntos de dio=-

dos de las figuras 5 y 6,

- La figura 8, ilustra una vista superior del

- econjunto- ilustrado en la figura 7.

Ia figura 1, ilustra con detalle, segin el

 invento, el dispositivo de conjunto de diodo de le fi

gufa 7 entre las places conductoras 1 y 2, Il diodo

'3 g6 inserta entre las arendeles 4 y 5 segun se indi-

ca en la figura 4. Unos discos de tela metdlica 6 y

7, que se pueden fabricar de slambre fino de cobre cha

_-pado con oro, se emplean por encima de la arandela 4

El elemento conductor

'ide corriente 8, que se puede fabricar de plats o de

 cobre plateado, se dota de una superficie con dientes

de sierra segin se ilustra en la figura 2, para tener
la seguridad de que se hace un buen contacto con la
placa conductora 2 de la figura 7. ILos dos elementos
portadores de corriente 9 y 10 se sueldan con plata
sobre téda su superficie en un conductor flexible 11

De este nodo, la

"6orriente puede fluir desde 2 (figura 7) a través de

8., y,SVhasta el diodo 3 y después, por turno, = tra

. vés de 4, 6, 10, 11 y 9 por la superficie dentada hag

30,

;}ta la placa conductora l.

Un juego de-srandelas elas

i ,t;cas del tipo Belleville 12 se centra glrededor de

“los elementos 13, 14 y 15 y se comprime por la accidn
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de los pernos 16, ilusirados en la figura 7, para pro

»

ducir ung fuerva de contacto elevada y permanente en-
tre los elementos conductores, Esta fuerza estd de-
terminada por el grado de compresidn de las erandelas
Belleville que permite el-separador aislante 17 que
rodea a la estructura de la fisura 7. Ia cémara que
contiene los dfodos quedsa hermétidamente cerrada a la
atmésfers por medio de las juatas itdricas 18 y 19,
Lgs figuras T y 8, ilustran wna pleca de ais -
lamiento 20 prevista de aberturas circulares donde ‘se
encajan los diodos y que determinan la ‘separacidén entre

los conjuntos de dfodos., Unos separadores aislantes

21 aseguren el paralelisme de los conjuntos de diodo

y evitan que los conductores fléxibiéé-ll’séfpongéhfrf”
en contzcto unos coh otros, Ds abertura 22 que>pérmi—k,d
te la introduccidn de un medio-protécfor'y‘térmiééméﬁy '
te conductor al interior de la camars, se clerra por
medio de un tapdn 23. Unas placas oonduotoras Ly2,

s¢ dotan ae orificios o escotaduras para conectarse s
los elementos portadores de corriente, no ilustrados

en la figura. I=s placas conductoras 1 y'2 se dotan

de canales 31 a traves de los cuéles se hace ciroular
fluido refrigerante, por ejemplo agua., La disposigién
de estos canales tienen tales caraétefisticas que se
consigue una eliminacidn eficaz del calor de cads uno

de los conjuntos de diodos, permitiendo el‘fiujo de

lss corrientes eléctricas mis elevadas posibles sin elg'r
vacidn de temperatura perjudicial para los dfodos u
otros componenies, '

La figura 5, ilustra un dispositivo particu

Y — G
RSO AAS R
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- formando un conjunto de diodo compacio,
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larmente compacto do conjunto de diodo segin el inven

“ta, Sus piezas principales son un juego 24 de los dig

dos y arandelas ilustrados en la figurs 4, un elemen-
o0 portador de corriente 25, un juego de arsndelas Be
1levill§ 12 del tipo ilustrsdo en la figura 1, un nay
guito'aislante 26,'y una'arandela aislante 27. Dos

juegos de arandelas Belleville 18 aisladas por las arsn

"delas 29 y 30 fuerzan a los dos brazos flexibles del

elemento conductor 25 a que hagan un contacto eficaz

~con la placa conductors 1, mientras que las arandeles

 .Belleville 12 obligan a la parte central de dicho ele

mento conductor 25 contrg el conjunto 24 para formar

’.ﬁﬁ éontaétp eficaz eﬁtre si y'con la placa conductora
2. Un seperador 17 fabricado de material aiclante li-
 mita le compresidn de las arandelas Belleville 12 y

.-28 y-cierrs herméficamente le camars del diodo contra

. 1a atmésfera,

La figura 6, segun el invento, es una varia

' cidn de los conjuntos de dfodo de las figuras 1 y 5.
* En este caso un elemento conductor de corriente 32,
 flexible compuesto por Aos mitades soldadas entre sf,

o en lalunién 33, Juega el papel de las piezas 9, 10, 11,

13, 14 y 15 de la figura 1, Dos resortes de lémina

flexible 34 constituyen los medios productores de pre

 sidén, El dfodo y su grupo de discos de la figurs 4,

se puedén combinar con el dispositivo de la figura 6

Se observara, particulsrmente en las figures

"Tvy8, que'segﬁn el invento, se obtiene un conjunto rec-

tificador extremadamente compacto con capacidad para -
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portar corriente elevada. ' oo

~ Las dos lineas de puntos en la figura 7,;i£.
dican que la- corricnte se distfibuye uniformemeﬁte _
por las dos filas de conjuntos de afodos de ié.figﬁra -
8. ‘

La capacidad que tiene la estructura segin
el invento para soportar corriente muy elevadarse dis
tinguird por lo que sigue:

Los dfodos ilustrados en la figura 7, son
dfodos de silicio de 25,4'mm de didmetro y wtilizendo
este dispositivo de novedad, cada unb de los bého con .
juntos de dfodos ilustrados puede soportar una corrien
te continua de 2.000 amperios y una corriente méximé .
de 5.000 amperios con una elevaciodn de temperatura de"'
1252C solamente, Las dimensiones generales de la Qéé_..'
mars que contiene los diodos $on’tén solo dé‘lOS mm ae‘-'
ancho, 107 ma de largo y 38 mn de altura, y dicho dis
positivo puede soportar con seguridad unaAcorriente
continua de 16,000 amperios y una corriente méxima de f-
40,000. amperios. Con seis esfrueturas como'}a dé-la 7
figura 7, se pucede conducir una corriente continua dé
100.000 émperios y una corriente méxina de-250.000'gﬁA
perios, Se comprenders que se pueden emplear semicon
ductores fabricados de un material distinto'al silicl
0. Con los dispositivos de dfodos de tipo conocido
de silicio u otros tipos resultaria dificil,rylfrecueg-
temente impracticable, obtener corrientes de las ﬁagni’
tudes citadas porgue se tendria Que wtilizar unaigyan"
cantidad de dfodos y su conexion y disposicidn en gru

pos exigiria un egpacio muchas veces mayor que el ne-
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cesario para el dispositivo segin el invento. Ademas,
le distribucidn uniforme de corriente en este gran nie
mero de dfodos individuales y su refrigeracidn eficaz
no serfan posibles,

Debido a su poco volumen las estructuras se~

.

gin el invento se pueden conectar inmediatamente sobre

el transformador de corriente, reduciendo de este modo

las grandes pérdidas de energis que se suelen producir

en las conexiones de alta tensidn, consiguiendose ade-
- mas con el dispositivo rectificador del invento uns

3
.gren eficacia en general.

Por lo expuesto, creemos que los expertos en

' la materia comprenderan facilmente los objetos, venta-
- .jas, construccidn y utilizacidn del invento, sin nece-
. .sidad de descripeidn adicional, Aunque el invento se

- ba descrito e ilustrado de una forma simple y précti-

ca,. se comprenders que ciertas parites o elementos son

g representativos de otras partes o elementos que se pue

den uwtilizar practicamente de la misma maners pars al-
oanzaf’virtualmente los mismos resultados. Por lo fan
to, se comprendera que el invento no gueda limitado a
los detalles exactos descritos en la presente invenw-
cidn, sino que se ha de ajustar al pleno alcance y pro
teeZién de las reivindicaciones adjuntas,

N 0 T A

Descrita suficientemente la naturgleza del

- invento, asi como lz manera de realizarlo en la prac-~

tica, debe hacerse constar que les disposiciones ante

riormente indicadas son susceptibles de modif§caciones

-- de_detalle en cuanto no alteren su principio fundamen

S

N s B
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tal, siendo lo que constituye la esemcia del referido =
invento y por lo que se solicita Patente de Introduc-
cidn por 10 afios en Espafia sobre: PERFECCIONAMIENIOS
BN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE DIODO; caracte~
rizandose por lo siguiente:

18,~ Perfeccionamientos en la oonstruceiént
de estructurss de diodo, caracterizados porQue.dichgs
estructuras comprenden una placa conductora superior
refrigerads por agua, una placa conducitora inferiorlﬁg,'-
frigerada por agua, msdios aislantes pare mantener’ di-.
ches placas a una distancia fija ¥ paralelasjentrefsi,
y dispuestas para tomar una éémara_cerrada;'un r;bgjo
cilindrico en el fondo de dicha placa'oondﬁctorafsﬁpe-
rior, medios de arandelas elasticas dentrofdg'dichbs
rebajos, medios aislantes alrededor de dichas érande-'
las elgsticas, un elemento cohdﬁéf@r!@ﬁe fiéne ﬁ@éaégg=h°
cidn cirewlar central asociado con dichos medibs dérrﬂy
arandelas eldsticas para transmitir la fuerza ejérci- '
ds, por dichos resories a través de la seccidn cirpd-
lar hasta un conjunto de discos semiconductorea qﬁé
descansan sobre la superficie superior de la'placa cdg.,;
ductora inferior mencionads anteriormente, d6s’brézbs_,
flexibles que se extienden hacia Fuers desdé?iéréeQJV

cion central N diametralmente opuestos‘entre,si, ne-

"dios de resorte por debajo del extremo de cada brazo

flexible dispuestos para empujar'dichésvextremos de
los brazos flexibles en sentido ascendente para querhg'
gan centacto con dicha rrimers placa condactora;.abu
sorbiendo la reaccion ls placa conductora inferiof re

frigerada por agua.

. \
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28 ,~ Perfeccionamiantos, segun la reivindi-

. cacidn 1, caracterizados porque dichas estructuras com
- prenden, wns, placa aislante consitruida con uns plura-
1lidad de aberturas circulares montada sobre lﬁ SUPeIL-~
5e ficie Interior de la pleca conduetora inferior y una
| pluralidad de conjuntos de dfodo y elementos producto
.res de fuerzg encajados cada uno de ellos en cada ung
"dé las citades aberturas circulares y comprendiendo un
~dfodo en forma de disco semiconduvector con discos donu
'}lOQ-F ductores de corriente en con{aoto con cada superficie
circular de dicho dfodo, medios productores de fuerzs
‘; -A,fs“‘ﬁt,,< pare mantener una fuerza de coutvoto entre todas las
L - 7 superflcles de los dlscos y medios conductores de co-
rrlente, flexlbles, aislados de los citados medios
15. produetores de fuerza v rodeando a dichos medios, y
’ ,‘,~ ‘ dlspuest;s paras pasar corriente desde la superficie
el 1vv interior de la placea conductora superior o través del
conaunto de diodo y a la super;lcle interior de la
placa conductora inferior,
T3 20;-f-j'1.,  38,- Perfeccionamientos, segin la reivindi-
'éaéiéh 2, caracterizados porque comprenden medios adi
v 01onales para eliminar calor generado exn la union del
e - afodo,
48,~ Perfsccionamientos, segdn la reivindi-
jcacién 2; caracterizados porque dichas estructuras com
prenden medios para llenazr la camara con un medio con
ductor de calor, medios de estanqueidad para evitar
V{une-el medio conductor de calor escapa'de la cdmars,.
' 58,- Perfeccicnamientos, segun 1la reivindi-

'oa01on 1, carscterizados porgue dichas estructurds com
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prenden medios para hacer cirulsr fluido refrigerante
a través de canales en las dos placas eonductofas..

2,- Perfe001onam1entos, segin la reivindi-
cacidn 5, caracterizados porque'dichas'estructuras
5. conprenden medios para consctar las placas coﬁducfofas
a wn circuito externo, _ ‘
78, = Perfeccionamientos,’segﬁn la reivindi-
cacidn 5, caracterizados porque Gichas estructurasicog
prenden medios pars dividir lancdrriente uniformemen-,”
10, te entre los diodos, '

C 88,~ Perfeccionamientos, segin lafféivihdi—"
cacidn 5, caracterizados porque dichas estructuras c6g
prenden medios pgra mantener una diferencial.de tempeé
ratura méxima entre las placas conductoras y los dioe. e

15, dos. B
98,~ Perfeccionamieﬁtos, éegﬁn’las'reivinqir
caciones anteriores, caracterizados porquevdichas es~
tructuras comprenden una placa aislante pfovisfa de
uns pluralidad de aberturas circulares montada sobre'
20, la superficie interior de la placa conductors inferior,
una pluralidad de conjuntos de dicdo encajados cada
uno de ellos en cada abertura, comprendiendo"cédaiﬁnd
de los citados conjuntos de dfodo un elemento condue-
tor de corriente en forma de disco inferior para ha;.
cer dontacto con la citada placa conductors inferior,

"

un disco de diodo semiconductor, arandelas metallcas

cada uns de ellas en contacto con cada superficie clg
cular del disco de diodo semiconductor, discos de te-
la meislica en contacto con las superficies expuestas

e
de las arandelas mencicnadas, discos conductores Ge
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‘corriente en contacto con cada una de las sﬁperficies
circulares expuestas, encontrendose uno de dichos dGig
cos conductbres de corriente previgto de un rebajo ci
lindrico en su centro, une espign glslante encajala
en dicho rebajo, un manguito o casquillo aislante ro-
deando & dicha espiga eislante, arandelas clasticas de
compresldn rodeando a dicho casquillo, medios pars

" aislar dichas srandelas de cualquier elemento conduc-

tor eléctrico, conductores flexibles de seccidn rec-

10.. ‘tangular rodeando al citado conjunto de casquillo ais

lante y arandelas, un elemento conductor de corriente

en forma de disco superior para hacer contacto por

- una.de sus superficies circulares con la superficie

- interior de la placa conductors superior mencionada y

- 15, ¢ PoTr Su superticie circular con vna parte de la super-

.-

.

Y

RO e

[SETIN

20,

-; ficie exterior de los conductores flexibles mencions-
dos, disponiéndose todos log elementos de forma que
queden.situados simétricamente alrededor del eje de

la -espige aislente, guizdos por dicha espiga aislan-
te,
108,~ Perfeccionsmientos en la construceidn

‘de estructuras de diodo; tal y como queda sustancial-

mente descrito en la presente Memoria y en los adjun~

_‘bos dibujos.
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